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(1)“ Fabrication of CaAs quantum dots on a

bilayer‐CaSe terminated Si(111)SubStrate"

A novel method  has been developcd to fabricate

sclf―assembled quantum dots(QDs)of cOmpound

scmiconductors On a Si(Hl)SubStratc using the

so"callcd drOplct epitaxy techniquc.   Ga atoms are

deposied on a bilayer― GaSe termintted Si(111)

subsrate tO fOrm Ca droplets, and the sample is

annealed in an As Rux tO transforlll Ga droplets intO

GaAs QDs.GaAs QDs with a diametcr as small as 10

n■l and a height Of 5 nnl can be forllled on the

bilayer…GaSe/Si(111)Substrate at a maximum density of

84 x 1010 cn12  using this methOd a ne、v tcchniquc

wili be availablc to ttbl・icate QDs of many kinds of

compd semiconductors on the Si(111)Substrate

A-5)つ″ユスタβ′PttS,40,1888‐1891(2001).

(2)“ Contr01 0F initial growth processes of epitaxial

rlims using pulsed molecular beams"

Kinetics of epitaxial thin flllll gro、γth、vas analyzed

from the expcrinlents using pulsed organic molecular

beams.  A minirmuHl appears in the nucleation density.

as a functiOn of On―off cycle timc when thc substrate

tcmpcrature is ncar the threshold bet、veen growth and

rccvaporatiOn   This fcaturc can bc cxplaincd by

assunling desorption of molecules induced by mumal

collislon on the surttce for、vhich orientation―sensitive

intermolecular fbrccs arc responsible

A-6)P'り な R2ソ  ど ,63, 153404/1-153404/4(2001)

(3) “ Scanning tunneling microscope ilnages of

locally modulated structures in layered materials,

MOS2(0001)and MOSe2(0001), induCed by ilnpurity

atoms''

The ettect of impurity atOms on the surface

electronic structure of seHliconducting transition metal

dichalcOgenidcs,  MOS2  and  MOSc2,  haS  bccn

invesdgatcd by a scanning tunncling microscOpc(STM)

and by its spectroscopic modc, scanning tunneling

spcctroscopy(STS).As is seen in Fig。 1,STM images

sho、v 10cally modulated structures 、vith bright area

surrounded by dark area in n■l scale at negative samplc

bias, and their global fcaturcs depcnd on the bias

polarity. The center region of the structure observed at

negativc sample bias is flat or caved in regardless of a

kind of the impurity atom. It is concluded that the

locally mOdulated STM image arises from the

interaction bet、veen the electron donated by the impurity

and clectrons in the d―orbitals ofneighboring Mo atoms.

This interaction extends by abOut one Mo―Mo distance〕

、vhich gives the image of O.7nコn in diameteL

A-7)助 丁 挽た,478,131-144(2001).

Fig.1.(a)STM images around an impcrfcction site

observed in a cleaved MoSe2(0001)SurfaCC.(b)

Schematic drawing of(a)
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(1)GaSe二 重層で終端された Si基板上の GaAs量

子 ドットの作成

ドロプレッ トェピタキシー法を用いて、si(111)

基板上に化合物半導体の量子 ドットを形成する新

しい方法が開発された。まず、GaSe二 重層で終端

された Si基板上に Gaを 蒸着することによ Gaド

ロプレットを形成 し、これに Asビ ームを照射する

ことによつて GaAs量子 ドットが作成された。この

方法で、最小で直径 10nm、高さ5nmの 量子 ドット

を、GaSe二重層で終端された S(111)基板上に作成

できる。同様な方法により Si(111)基板上に種々の

化合物半導体の量子 ドットを形成する道が拓かれ

た。

A-5)t/P″ ユンタβえPゅ s.,40,1888‐ 1891(2001)

(2)パ ルス分子線をもちいたエ ピタキシャル薄膜

形成の初期過程の制御

パルス有機分子線を用いることにより、エ ピタキ

シャル薄膜成長の機構の解析がなされ、基板温度が

成長温度 と再蒸発温度の しきい値 との間にある場

合には、オンオフサイクル時間のある値で核密度が

最小になることが判明 した。このような振る舞いは、

方向依存性が大きな分子間力が働 く衣面上の衝突

過程によ り脱離が起 きると仮定す ることにより説

明できる。

A-6)Pゎパ.Rθソ.8,63,153404/1-153404/4(2001)

(3)層 状物質 MoS2(0001)及び MoSc2(0001)の不

純物出来変調 STM像

半導体遷移金属 ダイカル コゲナイ ド物質である

MOS2お よび MOSe2の 表面電子状態に対する不純

物電子の影響が、走査 トンネル顕微鏡 (STM)お よ

び走査 トンネル分光 (STS)ヤこより解明 された。第

1図 に示すように、負のサンプルバイアスに対する

STM像 は、暗部に囲まれた nmサ ィズの明部からな

る局所変調構造か らなってお り、その全体的様相は

バイアス電圧に依存す る。不純物の種類に依 らず、

負バイアス電圧で観測 され る局所変調構造の中心

部は、平坦かあるいはくぼんでいる。この局所変調

構造は、不純物か ら放出 された電子 と、隣接 した

Mo原 子の d‐軌道電子 との相互作用に出来すると結

論 された。この相互作用の広が りは、お よそ Mo―MO

原子間の距離程度であ り、直径 0.7 nmの局所変調

構造をもたらしている。

A-7)S″丁 監',478,131‐ 144(2001).

図1(a)M O S e 2 ( 0 0 0 1 )へき開面上の欠陥サイ

トの STM像 (b)(a )の模式図
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